OEM:RFT/DDR SME994 Datasheet

SME 992
SME 994
SME 996  N-Kanal-MOS-Feldeffekttransistoren-Tetroden
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Wirmewiderstiinde: Rthjn = 0,46 K/mW
N-Kanal-MOS-Feldeffektransistoren-Tetroden wvom Verarmungstyp (depletion) mit inte

SME 992 fiir UKW-Anwendungen

grierten Schutzdioden

Grenzwerte (giiltig fiir den Betriebstemperaturbereich)

SME 994 fir VHF-Anwendungen
SME 996 [ir UHF-Anwendungen

|
SME 992 SME 994 SME 996 Einheit |
20 20 v
Upg 20 k
m
Ipay 40 30 30 | :
+ 1
: 10 10 mA
IG1s s
.
p [i] 10 10 A
lGas ’
P 200 200 200 mW
T‘m-c 1)
'[T& = 60 *C)
T, 150 150 150 o
T -55 bis 125 _55 bis 125 -55 bis 125 c |
sig .

1) Transistor auf Keramiksubstrat 8 x 10 x 0,6 mm®
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OEM:RFT/DDR SME994 Datasheet
Statische Kennwerte [Tli = 25 °C)
SME 992 SME 994 SME 996 Einheit |
¥ £ &£ £
- IG]SS = a0 = 50 = 50 nA
- Ugg =5 Vs
Ugag = Upg =0 V)
< < . <
. = 50 = 5 = 50 na
(- UGES =5V, .
Ugs = Upg = 0 V) = 50 nA
Inss
(Upyg = 10V, 1 bis 25 mA
U:“.ES =4V
(Upg =15V, 2 bis 20 2 bis 20 mA
Ugpg =4 V)
“Ue1s(0FF) .
{LDS =10V, =1,3 v
I, = 20 pA |
Ugeg =4 V) E . .
(Upg =15V, = 2,5 = 2,5 v
I = 20 pA
Ugeg = 4 V)
N
UGzsiorr) -
(Upg = 10V, =1,1 v
[D = 20 pA,
Ugig =0 V) . .
(Upg =15V, = 2,0 = 2,0 v
Ip = 20 pA,
UGIS =0 V)
Dynamische Kennwerte {'I'ﬂ = 25 °C)
1 SME 992 SME 994 SME 998 Einheit
[¥55 N
(Upg = 10V, = 20 ms
Ugeg = 4 Vi
||_;| = 15 mA,
f =1 KHz)
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SME 992

SME 994

SME 996

Einheit

¥yl
(Upg = 15 V,
Ugas =4 Vs

I, = 10 mA,

f =1 KHz)

—

G
Upg = 15 V,
Unoe = 4V,

GIs
Iy = 10 mA,
f = 200 MHz,
G =2 mS,

B
Gl = 0,5 mS)
'[UDS =15V,

Ugas = 4 Vs

I, = 10 mA,
f = 800 MHz,
G_ =2 ms,
G, =1 mS)

F

{UDS =10V,
Uggs =4 Vs
I = 15 mA,
f = 200 MHz,
G_ =2 mS)
g = :
(Upg = 15 V,
Uges =4 V>
I, = 10 mA,
f = 200 MHz,
G_ =2 mS)
=15V,
-4,
D
- 800 MHz,
= 2 mS8)
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